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を微小領域に分けその微小領域ごとに面法線方向分布を
求め，その面法線方向から断面形状の微分値を算出す
る。第 2として，その微分値を測定領域で積分すること
で最終的に断面形状を求め，測定が完了する。
　本技術による断面形状測定原理の概略を図 2に示し





法により形状を求める。それぞれのユニットで求めた形
状は座標系が異なるため，図6の���座標系に合致するよ
う測定した形状に対して回転変換を行う。2つの測定結
果の連結には両者の測定値の位置あわせが必要となる
が，本測定原理では，式（2）でも明らかなように，測定ユ
ニットと測定対象の絶対的な距離は不明であり，このま
までは位置あわせはできない。そこで，本装置では一方
の測定結果を移動させ，共通して求めている部分が最も
合致する鍬



ァイルの距離の差を評価した。まず，（1）本実証機での
測定点と，その点に最も近接する他方装置による 2つの
測定点を探し，その 2点を通る直線を求め，その直線と，
最初の測定点の距離を差とし，次に，（2）すべての開発
装置での測定点に対し，上記差を求め，差の 2乗和平均
の平方根（Root Mean Square: RMS ）を測定値差として
求めた。この計算の結果，研磨試料（試料 A）における
測定値差は 0.70μm，非研磨試料（試料B）における測
定値差は，1.3μｍと求まった。断面全体の大きさが厚さ
方向で 775μmであることを考慮に入れると，前述の 2




